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はじめに 現在パワーデバイス用半導体材料として主流となっている Si は、デバイス特性

が物性限界に近いと言われ出し、Si の物性限界を超える半導体材料として GaN 結晶が期待

されている。本研究では、GaN on GaN および GaN on Si 結晶を用いて、X 線トポグラフ

ィによる評価を実施したので報告する。 

実験方法 評価に用いた GaN on GaN 結晶の GaN 基板は、HVPE(Hydride Vapor Phase 

Epitaxy)法で製造したものである。デバイス形成用の GaN 層は、GaN 基板および Si 基板

上に、MOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition)法により成長した。GaN 結晶

の結晶性は反射モード X 線トポグラフィにより評価した。 

実験結果および考察 図１(a)～(c)に GaN on GaN および GaN on Si 結晶の高分解能反射

モード X 線トポグラフィによる評価結果を示す(約 3mm×4mmの領域)。GaN on GaN 結

晶では、結晶欠陥がクラスター化しているものの、欠陥が検出できている。一方、GaN on 

Si 結晶では、結晶欠陥の密度が高すぎて欠陥の発生状態はわからない。図１(d)は、低分解

能反射モード X 線トポグラフィによる評価結果であるが、研磨由来と考えられる応力が検

出された。この応力は、図１(a)の高分解能反射モード X 線トポグラフィによる評価結果で

も検出された(赤い○で表示)。 
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(a)MOCVD-GaN(GaN on GaN)                  (c)GaN on Si

         

(b) HVPE-GaN(GaN on GaN)       (d)低分解能 X 線トポグラフィ 

 

図１ GaN on GaN および GaN on Si 結晶の X 線トポグラフィ評価 
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